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Abstract (en)
[origin: US10110203B2] Tri-state inverter includes a n-TFET and a p-TFET, the drain of the n-TFET being connected to the drain of the p-TFET and
to an output of the tri-state inverter, the gates of the n-TFET and p-TFET being connected to an input of the tri-state inverter, and a control circuit
able to apply a first control voltage on the source of the n-TFET and a second control voltage on the source of the p-TFET, the values of the first
and second control voltages being positive or zero, wherein, when the tri-state inverter is intended to work as an inverter, the value of the first control
voltage is lower than the value of the second control voltage, and when the tri-state inverter is intended to be tri-stated, the value of the first control
voltage is higher than the value of the second control voltage.

Abstract (fr)
Inverseur à trois états (108, 112) comprenant : - un premier n-TFET (118, 128) et un premier p-TFET (116, 126), le drain du n-TFET étant connecté
au drain du p-TFET et à une sortie de l'inverseur à trois états, les grilles du n-TFET et du p-TFET étant connectées à une entrée de l'inverseur à
trois états ; - un circuit de commande apte à appliquer une première tension de commande sur la source du n-TFET et une seconde tension de
commande sur la source du p-TFET, les première et seconde tensions de commande étant positives ; et, lorsque l'inverseur à trois états est destiné
à fonctionner comme un inverseur, la première tension de commande est inférieure à la seconde tension de commande, et lorsque l'inverseur à trois
états est destiné à être dans un état haute impédance, la première tension de commande est supérieure à la seconde tension de commande.
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